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【諸言】 広い領域を面状に均一発光させる

ためには電流駆動よりも電圧駆動が有利であ

る。従来の無機 EL素子は電圧駆動ではあるも

のの容量性素子でるために交流で駆動してい

た。無機 EL素子を直流駆動するためには、絶

縁破壊を防ぎながら安定的に高電界を得る必

要がある。これまで、負にバイアスされた誘電

体膜からの加速された電子を用いる素子、

MnO2紛体電流制限層と蛍光体層を積層した素

子が検討されてきたが、これらは大きな電圧を

必要としていた。我々は、直流電流を制御しな

がら定電圧でホットエレクトロンを得るため

に、半導体のバンド障壁を利用した npn 構造

の直流駆動無機 EL素子 3)の作製を試みている。

この構造の素子は pn 接合の空乏層に形成さ

れる高電界でホットエレクトロンを加速させ

て、発光を得る。しかしながら、半導体層の欠

陥などからと思われる過剰な電流による絶縁

破壊や、膜厚が最適化されていないための駆動

電圧の高さといった問題がある。本研究では一

部の構造を変更することによって過剰な電流

の増加を防ぎ直流無機ELの高効率化を試みた。 

【実験および結果】 ITO 透明電極付きの

ガラス基板上にスパッタリング法により ZnO 

(n 型層) を 300 nm CuAlO2 (p 型層) を 100 nm 

成膜した。さらに電子ビーム蒸着法により 

ZnS (n 型層) を 100 nm、 ZnS:TbF3 を 500 nm

成膜し、最後に Al 背面電極を成膜して Fig. 1. 

の構造の素子を作製し直流電圧を印加した。 

Fig. 2. に示すようにリーク電流は改善された

ものの駆動電圧が高く、まだ十分な輝度が得ら

れていない。 
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Fig. 2. L-V and I-V characteristics. 
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